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Msschenelektrode 
<SI) DievorliegendeErfindungsiehteineAbscheidevorrich- 
^ ,ung und ein Verfahren zum Abscheiden vor , wobe. die 

Gleichformigkeit der Abscheideschichtd.cke ohne Andern 

der FHeligewhwindigkeit bei der Zufuhr der Absche.delo- 

sung verbessert 1st. Durch Vorsehen einer Offnung in der 

Mine einer Maschenanode einer A^he.dwrricjtung 

wird eine Verieilung einer elekirischen Feldd.chte zw ■ 

schen der Maschenanode und einem Wafer derari er- 

langt dali die alakiriache Felddichte in dem mittleren Te.l 

des Wafers kleiner ale in dem Teil entlang dem Rand ist. 
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Die voriiegende Erfindung beiriffi eine Abscheidevor- 
richiung und ein Abscheideverfahren zur Bildung einer 
gleichformig abgeschiedenen Schichl aufeinem Halbleiier- 
subsirat. 

Fig. 7A zcigt cine Vorrichiung zum Abscheiden einer 
Schichl mil dcr Vorderseiic nach oben nach dem Stand der 
Tcchnik. bci wclchcr die Obcrfliiche eines Wafers 101 mil 
dcr Vordcrsciic nach oben bcschichlci wird, und Fig. 7B 
zcigi cine vcrgroBcrte Ansicht eines VcrschluB- bzw. Versic- 
gclungstcils des Wafers 101. Enisprechend dcr Zeichnung 
bczeichnct Bczugszeichen 1 ein GcfaB zuin Bcarbeiien des 
Wafers, Bczugszeichen 2 bezcichnci cine Abscheidelo- 
sungsdiise, Bczugszeichen 2a bezcichnci Lochcr einer Ab- 
laufplatie. Bczugszeichen 3 bezcichnci cin Abscheideld- 
sungscinspeiserohr. Bczugszeichen 4 bczeichnct ein Ab- 
schcidclosungsabfluBrohr, Bczugszeichen 5 bezcichnci cin 
Ablaufrohr, Bczugszeichen 6 bezcichnci cinen Abscheidc- 
bchalier. Bczugszeichen 7 bczeichnct cine Abschcideld- 
sung, Bczugszeichen 8 bezcichnci cin obcrcs Teil des Gefa- 
^ Bcs zur Vcrarbeilung des Wafers, ^Bczugszeichen ^bezeich-, 
net ein unieres Teil des GcfaBes zur Vcrarbeilung des Wa- 
fers. Bczugszeichen 10 bezcichnci cinen Kalhodcnkontakt, 
Bczugszeichen 11 bezcichnci cin VerschluB- bzw. Versiege- 
lungsmaieriat, Bczugszeichen 12 bczeichnci cine Vomch- 
iung zum Frciseizen bzw. Ablassen einer SlicksiorTgasein- 
spriizung. Bczugszeichen 14 bezcichnci cine Maschenelek- 
irode, Bezugszcichen 16 bezeichnei cin ZusatzverschluB- 
bzw. Zusatzversiegclungsmaicrial und Bczugszeichen 101 
bezeichnei einen Wafer. 

Bci der oben beschricbenen A bscheide vorrichiung fiieBt 
die Abscheidclosung 7, welche durch das Abscheidelo- 
sungscinspeiserohr 3 zugefuhn wird, durch das Abscheide- 
losungsabfluBrohr 4 ab und zirkuliert wahrend dcr Pericxie 
des Abscheideverfahrens. Mine bcsiimmte Spannung wird 
an die Maschcnanode 14 und den Wafer 101 uber den Ka- 
ihodcnkoniaki 10 angelcgt, uni dadurch cine Abscheidung 
auf der Oberflache des Wafers 101 zu bilden. Da bei einer 
deranigen Vorrichiung zum Abscheiden mil dcr Vorderseiic 
nach oben die Oberflache des Wafers nach oben angeordrict 
wird, kann ein Abscheiden von Lufiblasen auf der Wafcr- 
obcrflache verhinden werden, und es kann einc abgeschie- 
dene Schichl einer besseren Qualitat im Vergleich mit dem 
Abscheideverfahren mil der Vorderseiic nach unien erzielt 
werden, bci wclchcm dcr Wafer mil der Vorderseiie nach un- 
icn angeordnel wird. 

Fig. 8 zeigi einc Veneilung einer Abscheideschichtdicke 
iiber die Oberflache cines 4"- Wafers, auf wclcher Au in dcr 
obigen A bscheide vorrichiung mil einer Siromdichte von 
5 niA/cm 2 iiher einc Abschcidczcil von 15 Minuien abge- 
schieden wurde. wobci einc Enlfcrnung von dem Waferrand 
entlang der Abzissenachse und eine Abscheideschichtdicke 
entlang der Achse der Ordinaie dargesiellt sind. Aus Fig. 8 
isi crsichilich, daBdie Abscheideschichtdicke eine W-Form- 
Veneilung aufweisi. welche cine Spitze in der Mine des Wa- 
fers aufweisi und in Richiung auf den Rand zu ansicigt. 

Bei einer Uniersuchung der Ursache einer deranigen Vcr- 
leilung der Abscheideschichtdicke wurde hcrausgefunden. 
daB die Veneilung dcr Schichtdicke durch die Veneilung der 
GroBc iransponiener Ionen des Abscheidemeialis stark be- 
einfluBt wird, welche durch die Vertcilung der FlicBge- 
schwindigkeii dcr Abscheidclosung und die Veneilung des 
clekirischcn Felds in der Wafcroberflachc besiimmi wird. 
Da insbesonderc bci dcr oben beschricbenen Abschcidcvor- 
richiung in dcr Mine des Wafers, welche dircki unier dem 
Abscheidelosungseinspcisungsrohr 3 lokalisien isi. die 
FlicBgcschwindigkcii dcr Abscheidclosung am groBien isi 



und dementsprechend die Menge der iransponienen Ionen 
des Abscheidemeialis am groBien isi, wird eine Abschei- 
dung mil der groBien Dicke in der Milte gebildel, wahrend 
das elektrische Feld an dem Rand konzeniriert ist, was dazu 
5 fuhrt, daB die Abscheidung mit der zweitgroBlen Dicke ent- 
lang dem Rand des Wafers gebildei wird. 

Demgcgenubcr kann cin derartiges Verfahren verwendel 
werden, wenn die FtieBgcschwindigkeit dcr durch das Ab- 
scheidelosungscinspciserohr 3 zugcfiihnen Abschcideio- 
10 sung 7 klcincr geniachl wird, wodurcb die Veneilung der 
nieBgcschwindigkeil der Abscheidclosung auf dcr Wafer- 
oberflache reduzien wird. Wenn jedoch ein derartiges Ver- 
fahren verwendel wird, wird die Abscheidelosung 7 lokal 
auf der Waferoberflache irage, was zu einer geringeren Qua- 
15 liiai der Abscheidung fuhrt. 

Aufgabc der vorliegenden Erfindung isles, einc Abschci- 
devorrichiung und ein Abscheideverfahren zu schafTen, bei 
wclchcn die Glcichfonniglccit dcr Abscheideschichtdicke 
ohne Anderung der FlieBgeschwindigkeit der Zufuhr der 
20 Abscheidelosung verbessert wird. 

Entsprechend intensiver Uniersuchungen der Erfinder 
— wurde hcrausgefunden, daB die Ungleichmafiigkeii der Ab- 
scheideschichidicke infolge der FlicBgeschwindigkeiLsver- 
teilung der Abscheidclosung abgeschwacht werden kann 
25 und einc gleichfoniiige Veneilung der Abscheideschicht- 
dicke iiber der Waferoberflache durch Vorsehen einer Of ti- 
ming in der Mine einer Maschcnanode einer Abscheidevor- 
richlung erreichl werden kann. urn dadurch eine derartige 
Veneilung dcr elektrischen Felddichte zwischen der Ma- 
30 schenanode und dem W'afer zu crzielen, welche an dem mill- 
leren Teil der Wafer klciner als in dem Teil entlang dem 
Rand isi. wodurch die voriiegende Erfindung fertiggestellt 
wird. 

Dementsprechend wird bci der vorliegenden Erfindung 
eine Anode gcgeniiber eincm Water insiallien, auf welchem 
eine Abscheideschichl aufzutragen ist, zum Erzeugen einer 
bestimmten elektrischen Fcldveneilung uber der Waferober- 
flache, wobei die Anode als Maschcnelektrodc ausgcbildei 
wird, die zum Einspcisen einer Abscheidelosung gecignet 
40 ist und in der Mine eine OiTnung aufweisi. 

Da die Maschenanode eine Offhung in der Mitic aufweisi, 
kann eine derartige Veneilung einer elektrischen Felddichte, 
welche. in dem rniiileren Teil des Wafers kleincr als in dem 
Teil enilang dem Rand ist, unier Verwendung der Maschen- 
45 eleklrode als Anode erzielt werden, urn zwischen der Elek- 
lrode und dem Wafer ein elektrisches Feld zu erzeugen. 

Somil kann die FlieBgeschwindigkeit der Abscheidelo- 
sung in dem rniiileren Teil des Wafers kleiner als in dem Teil 
enilang dem Rand gemacht werden. wodurch cs cnnoglichl 
50 wird, die UngleichmaBigkcit dcr Abscheideschichtdicke in- 
folge der Veneilung der FlieBgeschwindigkeit der Abschei- 
delosung abzuschwachen, was bei dem Stand dcr Technik 
eine Schwierigkeii darsiellt, wodurch die Gleichformigkeit 
der Abscheideschichtdicke uber der Waferoberflache ver- 
55 bessert wird. 

Die Maschenanode kann entweder als Elektrode, -die 
durch Wcbcn eines fade nan n lichen Maicrials wie in Fig. 2 A 
dargestelll hergestelli wird, oder als Eleklrode ausgebildei 
sein. welche durch Sianzen von Lochern in eine Schichl wie 
60 in Fig. 2B dargestelll hergestcllt wird. 

Die voriiegende Erfindung sicllt ebenfalls eine Abschei- 
devorrichtung bcrcil, welche einen Abscheidetank, in dem 
ein Wafer derart plaziert wird. daB die Abscheideoberflache 
oben liegt, eine Abscheidclosungseinspeisceinrichtung zum 
65 Vcranlasscn, daB die von oben auf die Abscheideoberflache 
des Wafers in der Milte davon eingespeiste Abscheidelo- 
sung von der Mine dcr Abscheideoberflache des Wafers auf 
den Rand zu flieBi, und eine Maschenanode aufweisi, wcl- 
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chc cincm Wafer gegenuberliegend zum Erzeugen einer 
Verieilung eines elekliischen Felds unter Vcrwendung der 
Wafer als Kaihode installiert wird, wobei eine Offnung in 
der Mine der Maschenelekirode gebildel is!, urn eine Veriei- 
lung der eleklrischcn Fclddichtc zu erzielen, welche in dem 
miulcFcn Tcil dcr Wafer klcincr als in dem Teil enilang dem 

Rand isi. ~ 

Da die Abschcidcvorrichiung der vorlicgenden Ernndung 
die Maschenanode vcrwendet, wclchc cine Offnung in der 
Mine aulwcisi. kann cine deranigc Vciicilung dcr elekin- 
schen R-lridichic cr/.icli werden, die-in dem miulcren Teil 
der Wafer klcincr als in dem Teil enilang dem Rand isi, und 
als Hrgebnis kann cine UnglcichmaBigkeii dcr Abscheidc- 
schichidicke infolge dcr Vencilung der FlicBgeschwindig- 
keii der Abscheidelosung abgeschwacht werden, d. h. ein 
Ansieigcn dcr Abschcideschichtdickc an dem nuiileren leil 
des Wafers infolge dcr Verieilung der FlieBgeschwindigkeit 
dcr Abschcidclosung kann durch Vcrringcm dcr clcktn- 
schen Fclddichic in dem miulcren Tcil des Wafers untcr- 
drucki werden. wodurch cs ermoglichi wird, die Gleichfor- 
migkcii der Abschcidcschichidickc uber der Waferobcrfla- 
chc zu verbesscrn. 

Die Maschcnanodc isi cine kreisformigc Eleklrode, wel- 
chc einen Durchmesscr ciwa gleich dem Durchmesser des 
Wafers aufweisl, und die Offnung der Maschenanode isi 
vorzugsweise cine kreisformigc Offnung mil einem Durch- 
messcr von 40 bis 80% des Durchmessers des Wafers. 

Zur Vcrbcsscrung dcr Glcichfbrmigkeii der Abschcidc- 
schichidickc wird vorzugsweise die Maschenanode verwen- 
dct wclchc diesclbe Kreisform wie dcr Wafer besiizi und 
cbcnfalls cine kreisfonnige Offnung eincs Durchmessers 
von 40 bis 80% des Durchmessers des Wafers auiweisL 

Kntsprechetid der vorlicgenden Erfindung wird eben falls 
cin Vcrfahren zum Bcschichlen der Oberniiche eincs Wafers 
mil den Schriilcn bcrcilgesiclli: Veranlassen, daB die dcr 
Abscheideobcrflache zugefuhrte Abscheidelosung von der 
Mine dcr Abscheideobcrnache des Wafers aul den Rand zu 
flieBl, Erzeugen eincs eleklrischcn Fclds zwischen dem Wa- 
fer und dcr Maschcnanodc, wclchc gegenubcr dem Wafer 
angcordnci isi, und Erzeugen cincr deranigen Vencilung des 
eleklrischcn Felds, so daB die UnglcichmaBigkeii der Ab- 
schcidcschichidickc, die enilang des Flusses der Abscheide- 
losung hervorgerufen wird, unier Verwendung der Ma- 
schenelekirode mil dcr OlYnung an dem miulcren Teil davon 
abgeschwacht wird. 

Unier Vcrwendung eincs deranigen Vcrfahrens kann eine 
glcichformige Abscheideschichl crzich werden. 

Die vorliegcnde Erfindung siclli cbcnfalls cinen Wafer fur 
Halblciierhauclementc bcrcil, wclchc mil cincr durch das 
obigc Verfahren abgeschicdenen Abscheideschichl verschen 
isi. wobei die Verieilung der Abscheidcschichidicke auf 
dem Wafer eiwa 10% und insbesondere 5% beiragt. 

Die vorliegcnde Erfindung wird in der nachfolgendcn Be- 
schrcibung unier Bezugnahmc auf die Zeichnung erlauiert. 

Fig. 1A zeigl eine Qucrschniusansichi cincr Abscheide- 
vorrichiung dcr vorlicgenden Ernndung. 

Fig. 1 li zeigi eine pariicllc Qucrschniusansichi dcr Ab- 
schcidcvorrichiung der vorlicgenden Hrfindung. 

Fig. 2A und 2B zeigen Draufsichien auf die Maschena- 
node dcr vorlicgenden Erfindung. 

Fig. 3 sietli cine Bezichung zwischen dem Durchmesscr 
dcr in der Maschenanode gebildeicn Offnung und der 
Gleichformigkcil der Abscheideschiehldickc dar, wenn die 
Abschcidcvorrichiung der vorlicgenden Erfindung verwen- 
dci wird. 

Fig. 4 stelll eine Vencilung der Dicke dcr unier Verwen- 
dung der Abschcidcvorrichiung der vorliegendcn Erfindung 
gebildeicn Abscheidung dar. 



Fig. 5 zeigi eine Querschnittsansicht eines Verfahrens zur 
HersteUung von Halbleiterbauclementen unier Verwendung 
der Abscheidevorrichtung der vorliegenden Erfindung. 
Fig. 6 zeigi. eine Draufsichl auf das mil der Abscheirie- 
5 schicht versehenen Haibleiterbauelement, welche durch das 
Vcrfahren der vorliegendcn Erfindung abgeschieden wird. 

Fig. 7A zeigi eine Querschnittsansicht der Abschcidcvor- 
richiung nach dem Stand der Technik. 

Fig. 7B zeigt eine paniellc Qucrschniusansichi der Ab- 
10 scheidcvorrichlung nach dem Stand der Technik. 

Fig. 8 zeigi eine Verieilung der Dicke der unter Verwen- 
dung der Abscheidevorrichtung nach dem Stand. dcr Tech- . 
nik gcbildcien Abscheidung. 

Fig. 1 stelll cine Abscheidevorrichtung einer ersten Aus- 
15 fiihrungsform der vorliegenden Erfindung dar, wobei zu 
dem Bezugszeichcn von Fig. 6 idenlische Bezugszeichen 
cntsprechende Komponenien bezeichnen. 

Bci dem Abschcidcvcrfahrcn dcr vorlicgenden Erfindung 
werden zuerst ein oberes Tcil 8 eines Waferbearbcitungsbe- 
20 halters und ein unteres Teil 9 des Waferbearbeilungsbehal- 
lers voneinander gelrennl, wobei ein Wafer 101 an das un- 
lere Tcil des Waferbearbeitungsbehalters beispiclswcise 
durch eine Robotcr-Oberiragungseinrichtung plazicn wird, 
so daB die Abscheideobcrflache oben liegL und das untere 
25 Teil 9 des WaferbearbeiiungsbehaUers bewegl sich nach 
oben oder das obere Teil des WaferbearbeiiungsbehaUers 
bewegl sich nach unten, urn den Wafer 101 und einen in ei- 
nem VerschluB- bzw. VersiegelungsmaLerial 11 enthaltenen 
Kathodenkontakt 10 (siehc Fig. 7B) miteinander in Kontakt 
30 zu bringen, und ein Verbindungspunkt zwischen dem oberen 
Teil 8 des Waferbearbeitungsbehalters und des unteren Teils 
9 des WaferbearbeiiungsbehaUers wird durch die Versiege- 
lungsmaterialien 11. 16 verschlossen. 

Danach wird eine Abscheidelosung 7 durch ein Abscnei- 
V* delosungseinspeiserohr 3 zugefiihrt, welches uber der Mine 
des Wafers 101 installiert ist, urn den Waferbearbeilungsbe- 
haltcr 1 zu fallen, wahrend die Abscheidelosung 7 durch die 
Locher einer Ablaufplatte 2a und der Maschenelekirode 14 
auf den Wafer 101 flicBi. und von der Mine auf den Rand des 
40 Wafers 101 flieBu urn gegebenenfalls durch ein uber dem 
Rand angcordneies AbschcidelosungsabfluBrohr 4 abzuflie- 
Ben und zu zirkulicren. 

Als Abscheidelosung 7 wird iiblicherweise eine Au-Ab- 
scheidelosung. welche Nauiumgoldsulfit oder Kaliumgold- 
45 zyanid als Haupikomponente enthalt, verwendet, wahrend 
die Tcmperatur der Abscheidelosung ublicherweisc auf etwa 
50 bis 70"C festgclegt wird. 

Wenn eine dcranige Abscheidelosung 7 zirkuhen, wird 
die FlieBgeschwindigkeit der Abscheidelosung 7 uber der 
50 Waferoberflache an der Mitte des Wafers 101 maximal und 
vcrringen sich in Richiung auf den Rand zu mil einer kon- 
zentrischen Vencilung. Daher sind Ionen des Abschcideme- 
lalls, welche transportiert werden, in dem miltleren Teil des 
Wafers 101 konzenirieri, und wenn die in Fig. 6 dargesiellte 
55 Abscheidevorrichtung nach dem Stand der Technik verwen- 
det wird, wird die Abscheideschichl in dem muileren Teil 
des Wafers dicker. . , 

Andcrerseiis isi bei der vorliegenden Erfindung wie in 
Fig. 2 A dargesielll eine kreisrbrmige Offnung 14a bcispiels- 
60 weise in der Mine der Maschenanode 14 installiert, wodurch 
ein elekirisches Fcld zwischen der Maschenanode 14 und 
dem Wafer 101 deran gebildel wird, daB die elektnsche 
Eelddichte in dem miltleren Teil des Wafers 101 sich vernn- 
geri (d. h. die elektrischen Krafdinien diinn veneili sind), 
65 wahrend die FlieBgeschwindigkeit dcr Abschcidclosung so 
vcrblcibl, wie sie isi. 

Fig. 2A siellt eine Maschenanode mit einer OfTnung 14a 
dar, welche in der Mine der gewobenen Maschenelekirode 
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einer mil Ti/Pl uberzogenen Schichi vorgesehen ist, welche 
durch eine Masc hen anode ersetzt werden kann, die aus ei- 
nem PuTa/Pi-Ubcrzugs material gebildei ist und eine Mehr- 
zahl von gesianzlen T/xrhern und eine Offnung 14'a auf- 
weist, welche in der Mine der Elekirode vorgesehen ist. Der 5 
Durchmesser der Maschenanode besitzt vorzugsweise den- 
selben Bcirag wic der Durchmesser des zu uberziehenden 
Wafers, und bei dieser Ausluhrungsfonn bctragl der Durch- 
messer der Maschenanode vorzugsweise etwa 120 mm, da 
angenomrnen wird, daB cin 4-Zoll-Wafer Gcgenstand der to 
Abscheidung ist. 

Die Vcneilung des elektrischen Fclds iiber dem Wafer 
kann durch cin Vcrfahrcn gesteuert - werden, welches bei- 
spiclsweise in dem japan ischen Gebrauchsmuster Kokai Nr. 
6-37354 olTenbari isl. wobei eine Ablenkplatte zwischen der 15 
Maschenanode 14 und dem Wafer 101 installien wird, ob- 
wohl bei eine in deranigen Verfahren die Rich lung des Flus : 
scs der Abscheidelosung geanden wird. was im Gcgcnsatz 
zu der Erfindung zu einer Verschlechierung der Gleichfor- 
inigkeit der Veneilung der Dicke der Abscheidung fuhrt. 20 

Somil besilzt das elcktrische Feld zwischen der Masche- 
nanode 14 und dem'WaferiOl-in'dennnittlcren Teil der Wa- 
fer eine geringere eleklrische Felddichle, so daB die Ab- 
schcidcreakiion in dem miulcren Teil des Wafers 101 unier- 
drucki wird, und es wird ein Eflekt des Verkleinems bzw. 25 
Verdiinnens der Abscheidung in dem miulcren Teil des Wa- 
fers 101 erzielt. 

Als Ergcbnis schwacht eine dcrdrtige Veneilung der elek- 
trischen Felddichle die UngleichmaGigkeil der Abscheide- 
schichidicke infolge der Veneilung der FlieBgeschwindig- 30 
keit der Abscheidelosung ab, insbesondere kann das Anstei- 
gen der Abschcidcschichtdickc in dem miuleren Teil des 
Wafers infolge der Verteilung der FlieBgeschwindigkeit der 
Abscheidelosung durch Vcrringern der elektrischen Feld- 
dichle in einem deranigen Teil unierdrucki werden, wo- 35 
durch es ermoglicht wird, die Gleichfbrmigkeii der Ab- 
scheideschichtdicke auf der Wafcroberflache zu verbessem. 

Fig. 3 zeigt eine Beziehung zwischen dem OfTnungs- 
durchmesser (dem Lochdurchrnesser in der Anode) und dem 
gemessenen Wen der Dickengleichiormigkeit (3 o7m:m 40 
miitlere Dicke an 21 Punkien), wenn die Offnung 14a der 
Maschenanode 14 eines Durchmesscrs von 123 mm gean- 
den wird. 

Aus Fig. 3 ist crsichilich, daB dann. wenn die Schichidik- 
kengleichformigkeii in dent Fall 60% be tragi, bei welchcm 45 
der Durchmesser des Anodenlochs den Wen 0 aufweist, 
nainlich in dem Fall der herkommlichen Struktur, bei wel- 
cher kcine Offnung vorgesehen ist, die Schichidiclumgleich- 
formigkeii auf 1 0% odcr weniger durch Vorsehen einer Off- 
nung vcrbessert wird, und es kann insbesondere dann, wenn 50 
der Offnungsdurchmesser 45 mm beiriigi, cine auBerst guie 
Gleichfbrmigkeii der Schichidicke von etwa 5% erzielt wer- 
den. 

Die in Fig. 3 dargesiellien Ergebnisse und andere Ergeb- 
nisse zeigen, daB die Olfnung der Maschenanode in dem 55 
miuleren Teil der Elekirode vorzugsweise mil einem Durch- 
messer in einem Bcreich von 40 bis 80% des Durchmesscrs 
der Maschenanode gebildei wird, was nahezu gleich dem 
Durchmesser des Wafers isl. 

Fig. 4 stelli eine Veneilung einer Abscheideschichidicke 60 
ubcr der Oberflache einer 4-Zoll-Wafer dar, welche unter 
Verwendung der Maschenanode 14 beschichlel wird und 
derart hergesielli wird, daB der Durchmesser der A node noff- 
nung 75% des Anodendurchmesscrs be tragi, wobei ein Ab- 
stand von dem Wafcrrand cnilang der Achsc der Abszissc 65 
und eine Abscheideschichidicke enllang der Achse der Or- 
dinate graphisch dargestelli sind. Die Abscheidebedingun- 
gen sind dieselben wic in dem in Fig. 8 dargesiellien Fall: 



die Stromdichie beiragt 5 inA/cm 2 , und die Abscheidezeit 
betragt 12 Minuten. 

Enisprechend einem Vergleich der Verteilung der unier 
Verwendung der Maschenanode 14 der vorliegenden Erfin- 
dung erlangten Abscheideschichidicke und der Verteilung 
der unter Verwendung der in Fig. 8 dargestcllten herkomm- 
lichen Maschenanode erlangten Abscheideschichidicke isl 
ersichtlich. daB die Schichtdicke in der Mine auf etwa 
4,5 pm verringen wird, was nahe der miuleren Abscheide- 
schichidicke in dem Fall von Fig. 4 ist. im Gcgcnsatz zu 
6 pm bei dem in Fig. 8 dargesiellien Fall, und das Vcrringem 
der Schichidicke an einer Positional 5 mm nach innen von 
dem Rand der in Fig. 8 uberwachien Wafer wird in dem Fall 
von Fig. 4 aufgehoben. 

Dies liegi vermutlich daran. daB die eleklrische Feld- 
dichle in der Nahe der Mitlc des Wafers in dem Fall verrin- 
gen isi (die elektrischen Kraftlinien diinn veneili sind). wo- 
bei die Maschenanode der vorliegenden Erfindung verwen- 
det wird und eine Abscheidereakiion in dem miuleren Teil 
des Wafers im Vergleich mil dem Stand der Technik unier- 
drucki wird. Da ebenfalls die Abschcidereaktion in dem 
miuleren Teil unierdrucki wird, werden Ionen des Abschei- 
demetalls, welche bei der Abscheidereakiion in dem miule- 
ren Teil bei dem Stand der Technik verbraucht werden wiir- 
den, durch den Flu 6 der Abscheidelosung iransporliert und 
entlang dem Rand der Wafer eingespeisl, und daher wird das 
Verringern der Schichtdicke in einem Teil etwa 15 mm von 
dem Rand der Wafer nach innen gerichiet, was enisprechend 
Fig. 8 beobachtel wird, wahrschcinlich durch die Zufuhr 
von Ionen des Abscheidemctalls unierdrucki. 

Fig. 5 stelli ein Verfahren zum Herstellen von Halbleiier- 
bauclememen dar, bei welchem die mil der oben beschriebe- 
nen Maschenanode versehene Abscheidevorrichtung ver- 
wendet wird. 

Zuersl wird eine Abscheidezufuhrungsschichi (eine lami- 
niertc Schicht aus beispielsweise Ti/Au, TiW/Au. Cr/Au, 
usw.) 102 auf dem aus Si, GaAs oder dergleichen hcrgcstell- 
ten Halbleiterwafer 101 wie in Fig. 5A dargestellt durch 
Aufdampfung oder Zerstaubung gebildei. 

Danach wird eine Fotoresisistruklur 103 durch Bilduber- 
iragung auf den Halbleiterwafer 101 wie in Fig. 5B darge- 
stellt gebildei, auf welchem die Abscheidezufuhrschichi 102 
gebildet worden ist. Zu diesem Zeitpunkt verblcibl eine 
Koniaktstruktur 103a don, wo die Fotoresisistruklur 103 
nichi gebildet worden isl, an einem oder mehreren Platzen 
entlang dem Rand des Wafers 101. 

Dann wird der Wafer 101 auf dem unieren Teil 9 des Wa- 
ferbearbeiiungsbehaliers der Abscheidevorrichtung (vgl. 
Fig. 1A) der vorliegenden Erfindung plazicrl, wahrend das 
obere Teil 8 des WaferbearbeilungsgefaBes mil einem Ver- 
siegcl ungs- bzw. VerschluBmaierial 11 wie einem ORing 
iiber dem Wafer 101 plazien wird und urn den Wafer herum 
mil dem VerschluBmaierial 11 verschlossen wird. Zu diesem 
Zeiipunkl sind der Kaihodenkoniakt 10, welcher in dem 
VerschluBmaierial 11 enthalien isl, und die KontakisLruklur 
103(a), welche urn dem Halbleiterwafer 101 herum vorgese- 
hen isi, clektrisch.mitcinander verbunden (vgl. Fig. IB). 

Nun wird die Abscheidelosung 7 in den Waferbearbei- 
lungsbehalter 1 durch das Abscheidel6sungscinspeiserohr3 
eingefuhrt. Die Abscheidelosung 7 wird aus dem iiber der 
Mine des Wafers 101 lokalisierien Abscheidelosungsein- 
speiserohr 3 durch Locher 2a der Ablaufplaite und die Ma- 
schenanode 14 dem Wafer 101 zugefuhrt, MieBl danach iiber 
die Oberflache des Wafers 101 von dem miulcren Teil davon 
auf den Rand zu und flicBt durch das ubcr dem Wafcrrand 
insiallierte AbfluBrohr 4 aus dem Waferbearbeiiungsbehal- 
ler 1 heraus und zirkulien. 

Danach wird ein clckuisches Feld mil einer Siromdichte 
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von mehreren Milliampere/cm 2 bis zu mehreren zehn Milli- 
ampcre/cm 2 an die Maschenanode 14 und die Kathode, 
namlich die Zufuhrschicht 1 02 auf dcm Wafer 1 01 beispiels- 
weise bei einer Konstantsiromeleklrolyse angelegl, wodurch 
eine Abscheidung auf der Oberflache des Wafers 101 unter 5 
Verwendung der Fotoresistsiruktur 103, die auf dem Wafer 
101 als Maske vorgesehen ist, durchgefuhrt wird. 

Da bei der obcn beschricbenen Abscheidevomchiung 
(Fig. 1 A) die Elekirode mil einem Ix>ch in der Miue wie in 
Fig. 2A und 2B dargcsiclll als Maschenanode 14 vcrwendei 10 
wird, isl die clektrische Felddichle in denfmittleren Teil des 
Wafers 1 kleiner als an dem Rand, wodurch cs ermoglicht 
wird, die Abscheideschichi 104 mil einer glcichiormigcren - 
Dicke als bei der Verwendung einer herkomntlichen Ab- 
scheidevorrichtung (Fig. 6) zu bilden. > 5 

Als leizics wird der Wafer 101 wie in Fig. 5D dargestellt 
aus dcm Waferbearbcitungsbehalter hcrausgenommcn. und 
cs werden, nachdem die Rcsisistruktur 103 durch cine Bc- 
handlung mil eincm organischen Losungsmitiel wie durch 
Ablosen mil Sauersioff oderdergleichen entfcrnl worden ist, 20^ 
Teile von der Abscheidezufuhrschicht 102, ah welchen die 
Abscheideschichi 104 nicht gebildet ist, durch RIE oder ein 
Ionenzerkleinerungsverfahren (ion milling process) ent- 
fcrnl, unvdie gewunschte Abscheidesiruklur zu erlangen. 

Das obige Herstellungsverfahrcn kann auf die Bildung 25 
von Au-Anschliissen auf einem Si-Wafer, einem GaAs- Wa- 
fer oder dergleichen. einer Au- Abscheidung, einer Verdrah- 
lung oder einer Abscheidung einer Elekirode angcwandi 
werden. 

Fig. 6 zeigl eine Draufsichl auf das Halbleitcrbauelerncnt 30 
mil der Abscheideschichi, die durch das Vcrfahren der vor- 
liegenden Erfindurig abgeschieden worden isl. Enisprechend 
der Figur bezeiehnei Bezugszeiehen 21 eine Abscheide- 
schichi. 

Im allgemcinen wird aus einer Wafer cine Mchrzahl von 
Halbleilerbauelemcnien hergestelll. Unier Verwendung des 
Verfahrcns der vorliegenden Erfindung kann bei dem Wafer 
eine guie Gleichlormigkeit der Abscheideschichi (der Ver- 
teilung der Abscheideschichtdicke) von etwa 10% und ins- 
besondcre von 5% erziell werden, so daB eine guie Gleich- 40 
fomiigkeii der Abscheideschichi zwischen den auf der Wa- 
fer gebildeien Halhleiterbauelementen erziell werden kann. 

Vorsiehend wurde eine Maschenelektrode so wie eine Ab- 
scheidevorrichlung und ein Abscheidcverfahrcn unter Ver^ 
wendung der Maschenelektrode offenbart, wobei die 45 
Gleichformigkeil der Abscheideschichtdicke ohne Andern 
der FlieBgeschwindigkeil bei der Zufuhr der Abscheideld- 
sung verbesscn isl. Durch Vorschen einer Offnung in der 
Mine einer Maschenanode einer Abscheidevomchiung wird 
eine Verteilung einer elcktrischen Felddichle zwischen der 50 
Maschenanode und einem Wafer derarl erlangi. daB die 
elekmsche Felddichtc in dem mittleren Teil des Wafers klei- 
ner als in dem Teil entlang dem Rand ist. 

Palemanspriiche 55 
1. Abscheidevomchiung mil: 

einem Abscheidebchalter. in welchen ein Wafer deran 
plaziert wird, daB die AbscheTaeoberflache oben licgi. 
einer Abscheidelosungscinspeisecinrichtung zum Vcr- 60 
anlassen, daB die auf die Abscheideoberfiache des Wa- 
fers in der Mine davon aufgebrachte Abscheidelosung 
von der Mine der Abscheideoberfiache des Wafers auf 
den Rand zu flieBi, und 

cincr Anode, wclchc gcgcniibcrlicgcnd der Wafer in- 65 
stalliert isl. zum Erzcugen einer clektrischen Feldvcr- 
icilung unier Verwendung der Wafer als Kathode, 
wobei eine Offnung in der Mine der Anode gebildet isl, 



urn eine Verteilung einer elektrischen Felddichle zu er- 
zielen, die in dem mittleren Teil des Wafers geringer als 
in dem, Teil entlang dem Rand ist. 

2. Abscheidevomchtung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Anode als kreisformige Elek- 
irode mil einem Durchmesser etwa gleich dem Durch- 
messer des Wafers ausgebildet isl. 

3. Abscheidevomchtung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Offnung der Anode kreisfdr- 
mig mil einem Durchmesser von 40 bis 80% des 
Durchmessers des Wafers ausgebildei isl. 

4. Abscheidevomchiung nach Anspruch 1, dadurch 
gckennzeichnei, daB die Anode als Maschenelektrode 
ausgebildei ist, durch welche die Abscheidelosung zu- 
gefuhrt werden kann. 

5. Abscheidevomchiung nach Anspruch 4, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Maschenelektrode von abge- 
schicdcncn Ti/Pi-Schichicn umhullt ist. 

6. Abscheidevomchiung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet. daB die Anode als Plauenelekirode 

~7riireihcr ^ chrzah j von i^herrrausgebildet durch 
welche die Abscheidelosung zugefuhrt werden kann. 

7. Abscheidevorrichiung nach Anspruch 6, dadurch 
gekennzeichnet. daB die Plauenelekirode aus einer mil 
Pl-Schichlen ubercogenen Ta-Plalle gebildet ist. 

8. Verfahren zum Beschichten einer Oberflache eines 
Wafers, mil den Schrilten: 

Veranlassen. daB die auf die Abscheideoberfiache des 
Wafers aufgebrachte Abscheidelosung von der Miue 
der Abscheideoberfiache des Wafers auf den Rand zu 
flieBi, 

Erzeugcn eines elcktrischen Felds zwischen dcm Wafer 
und der Anode, welche gegenuber dem Wafer angeord- 
net isl, und 

Erzeugcn einer elektrischen Feldvertcilung, welche die 
Ungleichfomngkcil der Abscheideschichtdicke. wel- 
che entlang des Flusscs der Abscheidelosung hervoree- 
rufen wird, unier Verwendung der Anode mil der Off- 
nung an dem mittleren Teil davon abschwacht. 

9. Vcrfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Anode als Maschenelektrode ausgebildei 
wird, durch welche Abscheidelosung zugefuhrt werden 
kann. 

10. Vcrfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Anode als Plauenelekirode mil einer Viel- 
zahl von Lochern ausgebildei wird, durch welche die 
Abscheidelosung zugefuhrt werden kann. 

11. Wafer fur Halblcitcrbauelemenie, welche mil einer 
durch das Verfahren von Anspruch 8 abgcschicdcnen 
Abscheideschichi versehen sind, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Verteilung der Abscheideschichtdicke auf 
dem Wafer eiwa 10% betragt. 

12. Wafer fur Halblcitcrbauelemenie, welche mil einer 
durch das Vcrfahren von Anspruch 8 abgcschicdcnen 
Abscheideschichi verschen sind, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Verteilung der Abscheideschichtdicke auf 
dcm Wafer etwa 5% be tragi. 

Hicrzu 7 Seiie(n) Zcichnungen 
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